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本公开实施例公开了一种显示基板及显示

装置，涉及显示技术领域，用于减小其扇出走线

中每相邻两条信号线走线之间的信号串扰，有利

于提升显示基板及显示装置的显示效果。所述显

示基板包括：衬底、光遮挡层和扇出走线结构。光

遮挡层设置于衬底的表面。扇出走线结构包括绝

缘设置的第一走线层和第二走线层。第一走线层

和第二走线层中的一者与光遮挡层同层设置。本

公开实施例提供的显示基板及显示装置用于

OLED显示。
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1.一种显示基板，其特征在于，包括：

衬底；

光遮挡层，设置于所述衬底的表面；

扇出走线结构，包括绝缘设置的第一走线层和第二走线层；

其中，所述第一走线层和第二走线层中的一者与所述光遮挡层同层设置。

2.根据权利要求1所述的显示基板，其特征在于，所述显示基板还包括：依次层叠设置

于所述光遮挡层的远离所述衬底的一侧的第一绝缘层、第一导电图案、第二绝缘层以及第

二导电图案；

所述第一走线层和第二走线层中的另一者与所述第二导电图案同层设置。

3.根据权利要求2所述的显示基板，其特征在于，所述显示基板包括显示区以及位于所

述显示区的至少一侧的周边区；所述光遮挡层、所述第一导电图案和所述第二导电图案位

于所述显示区内；所述扇出走线结构位于所述周边区内。

4.根据权利要求1～3任一项所述的显示基板，其特征在于，

所述第一走线层包括多条第一走线；所述第二走线层包括多条第二走线；

所述第一走线在所述衬底上的正投影与所述第二走线在所述衬底上的正投影交替间

隔排布。

5.根据权利要求4所述的显示基板，其特征在于，所述第一走线的宽度和所述第二走线

的宽度相等。

6.根据权利要求4所述的显示基板，其特征在于，所述第一走线在所述衬底上的正投影

与对应的所述第二走线在所述衬底上的正投影之间的间隔极小值的取值范围为：0.5um～

1um。

7.根据权利要求2所述的显示基板，其特征在于，所述显示基板还包括：依次层叠设置

于所述光遮挡层的靠近所述第一绝缘层的一侧的缓冲层和半导体图案。

8.根据权利要求2所述的显示基板，其特征在于，所述第二导电图案为金属导电图案。

9.根据权利要求1所述的显示基板，其特征在于，

所述光遮挡层为金属层；

所述第一走线层和所述第二走线层均为金属走线层。

10.一种显示装置，其特征在于，包括：如权利要求1～9任一项所述的显示基板。
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显示基板及显示装置

技术领域

[0001] 本公开涉及显示技术领域，尤其涉及一种显示基板及显示装置。

背景技术

[0002] 在有机电致发光二极管(Organic  Light-Emitting  Diode ,OLED)显示装置中，

OLED基板包括显示区以及位于显示区旁侧的周边区。显示区内通常设有多种类型的信号

线，例如栅线、数据线等。周边区内通常设有用于连接各信号线与对应驱动芯片的扇出走

线。显示装置中的驱动芯片通过扇出走线向显示区内的各信号线传输驱动信号，可以实现

对应画面的显示。

发明内容

[0003] 本公开一些实施例的目的在于提供一种显示基板及显示装置，用于减小其扇出走

线中每相邻两条信号线走线之间的信号串扰，有利于提升显示基板及显示装置的显示效

果。

[0004] 为达到上述目的，本公开一些实施例提供了如下技术方案：

[0005] 一方面，提供了一种显示基板。所述显示基板包括：衬底、光遮挡层和扇出走线结

构。光遮挡层设置于衬底的表面。扇出走线结构包括绝缘设置的第一走线层和第二走线层。

第一走线层和第二走线层中的一者与光遮挡层同层设置。

[0006] 在一些实施例中，显示基板还包括：依次层叠设置于光遮挡层的远离衬底的一侧

的第一绝缘层、第一导电图案、第二绝缘层以及第二导电图案。第一走线层和第二走线层中

的另一者与第二导电图案同层设置。

[0007] 在一些实施例中，显示基板包括显示区以及位于所述显示区的至少一侧的周边

区。光遮挡层、第一导电图案和第二导电图案位于显示区内。扇出走线结构位于周边区内。

[0008] 在一些实施例中，第一走线层包括多条第一走线。第二走线层包括多条第二走线。

多条第一走线在衬底上的正投影与多条第二走线在衬底上的正投影间隔设置。

[0009] 在一些实施例中，第一走线的宽度和第二走线的宽度相等。各第一走线在衬底上

的正投影与对应的第二走线在衬底上的正投影之间的间隔相等或大略相等。

[0010] 在一些实施例中，第一走线在衬底上的正投影与对应的第二走线在衬底上的正投

影之间的间隔极小值的取值范围为：0.5um～1um。

[0011] 在一些实施例中，显示基板还包括依次层叠设置于所述光遮挡层的靠近所述第一

绝缘层的一侧的缓冲层和半导体图案。

[0012] 在一些实施例中，第二导电图案为金属导电图案。

[0013] 在一些实施例中，光遮挡层为金属层。第一走线层和第二走线层均为金属走线层。

[0014] 在本公开一些实施例提供的显示基板中，扇出走线结构包括绝缘设置的第一走线

层和第二走线层。由于光遮挡层通常形成在衬底的表面，因此，将第一走线层和第二走线层

中的一者与光遮挡层同层设置时，能够允许第一走线层与第二走线层之间沿垂直于衬底的
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方向具有较远的距离，也即可以使得第一走线层与第二走线层之间存在较厚的绝缘薄膜，

从而确保第一走线层与第二走线层之间良好绝缘，进而减小第一走线层和第二走线层之间

的信号串扰，以提升显示基板及显示装置的显示效果。

[0015] 此外，在第一走线层和第二走线层之间能够良好绝缘的前提下，将扇出走线结构

的第一走线层中的每条第一走线与第二走线层中对应第二走线之间的间隔合理减小，可以

对应压缩扇出走线结构的占用空间，从而提升显示基板的屏占比。当然，若在扇出走线结构

占用空间不变的情况下，第一走线与对应第二走线之间的间隔合理减小，可以对应加宽第

一走线和第二走线的宽度，以减小第一走线和第二走线的阻抗，从而提升扇出走线结构的

阻抗均匀性，进而提升显示基板及显示装置的显示效果。

[0016] 又一方面，提供了一种显示装置。所述显示装置包括：如上述一些实施例中所述的

显示基板。本公开一些实施例提供的显示装置所能实现的有益效果，与上述一些实施例提

供的显示基板所能达到的有益效果相同，在此不做赘述。

附图说明

[0017] 此处所说明的附图用来提供对本公开实施例的进一步理解，构成本公开实施例的

一部分，本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开，并不构成对本公开的不当限定。

在附图中：

[0018] 图1为本公开一些实施例提供的一种扇出走线结构的结构示意图；

[0019] 图2为本公开一些实施例提供的一种第一走线和第二走线的分布示意图；

[0020] 图3为本公开一些实施例提供的一种显示基板的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 为便于理解，下面结合说明书附图，对本公开一些实施例提供的技术方案进行详

细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是所提出的技术方案的一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本公开的一些实施例，本领域技术人员所能获得的所有其他实施例，均属于本

公开保护的范围。

[0022] 请参阅图1～图3，在本公开一些实施例中，显示基板包括：衬底10、光遮挡(Light 

Shielding，简称LS)层20和扇出走线结构。光遮挡层20设置于衬底10的表面。扇出走线结构

包括绝缘设置的第一走线层和第二走线层。第一走线层和第二走线层中的一者与光遮挡层

20同层设置。

[0023] 上述光遮挡层20用于遮挡从衬底10一侧入射至显示基板内的环境光信号，光遮挡

层20通常为金属层，即，光遮挡层20采用具有遮光性能的金属材料制作形成，例如钼，但不

限于此。此外，可选的，0≤光遮挡层20的光透过率≤10％。

[0024] 上述扇出走线结构中的第一走线层和第二走线层均为金属走线层，即，其采用导

电性能良好的金属材料制作形成，例如铝、铜、钼、钛、银、金、钽、钨、铬单质或铝合金等，但

不限于此。

[0025] 请继续参阅图3，显示基板还包括：依次层叠设置于光遮挡层20的远离衬底10的一

侧的第一绝缘层50、第一导电图案60、第二绝缘层70以及第二导电图案80。第一走线层和第

二走线层中的另一者与第二导电图案80同层设置。
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[0026] 可选的，第二导电图案80为金属导电图案，即，其采用导电性能良好的金属材料制

作形成，例如铝、铜、钼、钛、银、金、钽、钨、铬单质或铝合金等，但不限于此。相应的，第一导

电图案60为金属导电图案或非金属导电图案，均可。示例的，第一导电图案60采用导电性能

良好的金属材料制作形成，例如铝、铜、钼、钛、银、金、钽、钨、铬单质或铝合金等。

[0027] 上述的“同层设置”可以指采用相同的材料并一次构图工艺制作成型，或是采用不

同的材料但二者位于相同的两个膜层之间，或者采用不同的材料并与同一个膜层直接接

触。该构图工艺包括光刻工艺，或包括光刻工艺以及刻蚀步骤在内的工艺。所述光刻工艺是

指包括成膜(例如化学气相淀积成膜，Chemical  Vapor  Deposition，简称CVD)、曝光、显影

等工艺过程且利用光刻胶、掩模板、曝光机等形成图形的工艺。

[0028] 需要说明的是，在一些示例中，上述显示基板为阵列基板，可应用于OLED显示装置

或LCD(Liquid  Crystal  Display，液晶显示器)显示装置中。阵列基板的衬底10上通常设有

多个薄膜晶体管(Thin-Film  Fransistor，简称TFT)。以下以阵列基板中的TFT为顶栅结构

的TFT为例进行详细说明。

[0029] 请继续参阅图3，显示基板还包括：依次层叠设置于光遮挡层20的靠近第一绝缘层

50的一侧的缓冲层30和半导体图案40。

[0030] 如此，半导体图案40可以用来形成各TFT的有源层，但不限于此。可选的，有源层在

衬底10上的正投影位于光遮挡层20在衬底10上的正投影内，或二者部分重叠。这样利用光

遮挡层20遮挡入射至对应有源层的导电沟道的环境光信号，能够确保该有源层所在TFT的

电学性能。可选的，半导体图案40采用非晶硅(α-Si)或多晶硅(Poly-Si)材料制作形成。

[0031] 第一导电图案60可以用来形成各TFT的栅极以及对应的栅线等，但不限于此。相应

的，第一绝缘层50为栅绝缘层。

[0032] 第二导电图案80可以用来形成各TFT的源极、漏极以及对应的数据线等，但不限于

此。相应的，第二绝缘层70为层间绝缘层。

[0033] 上述栅绝缘层、层间绝缘层和缓冲层30可以分别采用氮化硅(SiNx)、氧化硅(SiOx)

或氮氧化硅(SiNxOy)等材料制作形成，但不限于此。

[0034] 当然，若阵列基板中的TFT为底栅结构的TFT，那么上述半导体图案40与第一导电

图案60之间的相对位置可以对应调整。本公开一些实施例对此不再详述。

[0035] 此外，需要补充的是，上述的半导体图案40、第一导电图案60和第二导电图案80是

指将其对应的薄膜通过构图工艺图案化之后所形成的图案，以利用所述图案的各部分形成

显示基板中的对应结构。

[0036] 可以理解的是，显示基板通常具有显示区AA以及位于显示区AA的至少一侧的周边

区BB。如图3所示，光遮挡层20、半导体图案40、第一导电图案60和第二导电图案80位于显示

区AA内。扇出走线结构位于周边区BB内。缓冲层30、第一绝缘层50和第二绝缘层70分别位于

显示区AA以及周边区BB内。

[0037] 由于扇出走线结构通常位于周边区BB内，用于将显示区AA内的信号线通过走线引

出。因此，第一走线1和第二走线2可以分别与对应的信号线电连接。若第一走线1或第二走

线2与对应的信号线之间存在绝缘层，则第一走线1或第二走线2穿过形成该绝缘层的过孔

与对应的信号线电连接。本公开实施例对信号线的类型及其设置位置不做限定，根据实际

需求选择设置即可。
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[0038] 在本公开一些实施例中，由于扇出走线结构设置的区域，也即扇出(Fanout)区，相

对于显示区AA较小，且扇出走线结构中需要设置的走线数量众多。因此，将第一走线层和第

二走线层中的一者与光遮挡层20同层设置，另一者与第二导电图案80同层设置，使得第一

走线层和第二走线层之间至少包括缓冲层30、第一绝缘层50和第二绝缘层70，可以确保第

一走线层和第二走线层之间沿垂直于衬底10的方向具有较远的距离，也即使得第一走线层

和第二走线层之间具有厚度足够的绝缘介质，从而确保第一走线层与第二走线层之间良好

绝缘。进而，能够减小第一走线层和第二走线层之间的信号串扰，有效提升显示基板及显示

装置的显示效果。

[0039] 示例性的，如图1和图2所示，第一走线层包括多条第一走线1。第二走线层包括多

条第二走线2。第一走线1在衬底上的正投影与第二走线2在衬底上的正投影交替间隔排布，

可以使得每相邻的两条第一走线1之间、每相邻的两条第二走线2之间均具有合理的间距。

[0040] 此外，可选的，第一走线1的宽度和第二走线2的宽度相等。这样不仅方便于扇出走

线结构的制作，还有利于确保扇出走线结构中各走线的阻抗均匀性。

[0041] 值得一提的是，在一些实施例中，第一走线1在衬底10上的正投影与对应的第二走

线2在衬底10上的正投影之间的间隔极小值dmin的取值范围为：0.5um～1um。此处，间隔极小

值dmin是指对应间隔所能允许的最小取值。

[0042] 在本公开一些实施例中，扇出走线结构采用如上所述的设置方式，能够在第一走

线层和第二走线层之间良好绝缘的前提下，将扇出走线结构的第一走线层中的每条第一走

线1与第二走线层中对应第二走线2之间的间隔合理减小，可以对应压缩扇出走线结构的占

用空间，从而提升显示基板的屏占比。当然，若在扇出走线结构占用空间不变的情况下，第

一走线1与对应第二走线2之间的间隔合理减小，还可以对应加宽第一走线1和第二走线2的

宽度，以减小第一走线1和第二走线2的阻抗，从而提升扇出走线结构的阻抗均匀性，进而提

升显示基板及显示装置的显示效果。

[0043] 以下以第一走线层与光遮挡层20同层设置，第二走线层与第二导电图案80同层设

置为例进行详细说明。

[0044] 在相关技术中，扇出走线结构的第一走线层与第二走线层之间通常仅设有一层绝

缘薄膜，即具有较小的绝缘层厚度。由此，为了避免第一走线和对应的第二走线之间产生信

号串扰，第一走线1在衬底10上的正投影与对应的第二走线2在衬底10上的正投影之间需要

预留一定的间隔，例如为5μm。

[0045] 然而，在本公开一些实施例中，扇出走线结构的第一走线层与第一走线层与光遮

挡层20同层设置，第二走线层与第二导电图案80同层设置，使得第一走线层与第二走线层

之间可以存在多层绝缘薄膜，即具有较大的绝缘层厚度。由此，第一走线1在衬底10上的正

投影与对应的第二走线2在衬底10上的正投影之间的间隔可以从上述的5μm对应减小至1μ

m，甚至更小。从而可以对应压缩扇出走线结构的占用空间，以提升显示基板的屏占比。

[0046] 当然，若扇出走线结构的占用空间不变，那么第一走线1和第二走线2的宽度，可以

对应加宽。例如，第一走线1在衬底10上的正投影与对应的第二走线2在衬底10上的正投影

之间的间隔可以从上述的5μm对应减小至1μm时，第一走线1和第二走线2可以同时在其左右

两侧分别加宽1μm。从而能够减小第一走线1和第二走线2的阻抗，以提升扇出走线结构的阻

抗均匀性，减小信号损耗，进而提升显示基板及显示装置的显示效果。
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[0047] 本公开一些实施例提供了一种显示装置。显示装置包括：如上述一些实施例中所

述的显示基板。

[0048] 示例的，所述显示装置为手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视机、数码相框

或导航仪等具有显示功能的产品或部件。

[0049] 本公开一些实施例提供的显示装置所能实现的有益效果，与上述一些实施例提供

的显示基板所能达到的有益效果相同，在此不做赘述。

[0050] 在上述实施方式的描述中，具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多

个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0051] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何

熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵

盖在本发明的保护范围内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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专利名称(译) 显示基板及显示装置

公开(公告)号 CN110993677A 公开(公告)日 2020-04-10

申请号 CN201911326488.6 申请日 2019-12-20

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 张洁
刘利宾

发明人 张洁
刘利宾

IPC分类号 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/3279

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本公开实施例公开了一种显示基板及显示装置，涉及显示技术领域，用
于减小其扇出走线中每相邻两条信号线走线之间的信号串扰，有利于提
升显示基板及显示装置的显示效果。所述显示基板包括：衬底、光遮挡
层和扇出走线结构。光遮挡层设置于衬底的表面。扇出走线结构包括绝
缘设置的第一走线层和第二走线层。第一走线层和第二走线层中的一者
与光遮挡层同层设置。本公开实施例提供的显示基板及显示装置用于
OLED显示。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/bc64ac5d-842d-49de-b5e8-3325f01dedb2
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070073672/publication/CN110993677A?q=CN110993677A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN110993677A

